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１．概要（Summary） 

 MEMS に使われる単結晶シリコン薄膜は代表寸法がミ

クロンオーダーのため，変形や破壊特性がバルク材とは

異なることが知られている．これに加えてシリコンは落下衝

撃に弱いという知見があり，衝撃負荷に対する薄膜の機

械特性の評価が必要である．本研究ではシリコン薄膜の

衝撃破壊特性の温度依存性を明らかにすることを目的と

して実験を行う．試験片として，7.7 mm 角のシリコンチッ

プ内に，厚さ 400 μmの錘とこれを支持する厚さ 5 μmの

4本の梁で構成された 3次元構造体を製作して破壊試験

を行った．本報では特に試験片薄膜梁構造の製造法に

ついて述べる.  

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 ウェハスピン洗浄装置，厚膜フォトレジスト用スピンコ

ーティング装置，両面マスクアライナー，レジスト現像

装置，深掘りドライエッチング装置 

【実験方法】 

 SOI ウェハの表面にフォトレジストによるエッチングパタ

ーンを形成し，深掘りドライエッチングを行った. ウェハの

裏面側からもマスクパターンを変えて同様の工程を行い，

3次元の構造体を製作する.  

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig.1 のように SOI ウェハ上に試験チップを 78 枚採取

できるようにパターニング、エッチングを行った。歩留りは

約 86パーセントであった. Fig.2は製作した試験チップで

ある. 設計通りに加工でき、特性評価できる試験片を製

作できた. 課題は、今後、表面構造の厚さを 5 µm から１

µm に低減すると，歩留りが極端に低下する可能性がある

ことである. 脆弱な構造体をいかに保護してウエハを貫通

する構造を加工するか、最適なプロセスを考えなければ

ならない.  

 

 

Fig.1 Test chips fabricated on a 4-inch SOI wafer. 

 

 

 

Fig.2 Test chip and an enlarged view of a specimen 

5 µm thick, 200 µm wide, and 400 µm long. 
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